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(54) Title: METHOD FOR PERMANENTLY BONDING WAFERS 

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUM PERMANENTEN BONDEN VON WAFERN 

(57) Abstract: The invention relates to a method 
for bonding a first contact surface (3) of a first 
substrate (1) to a second contact surface (4) of a 
second substrate (2), having the following steps, in 
particular in the following sequence: - forming a 
reservoir (5) in a surface layer (6) on the first 
contact surface (3), said surface layer (6) consisting 
at least predominantly of a native oxide material, -
at least partly filling the reservoir (5) with a first 
reactant or a first group of reactants, - contacting 

7 the first contact surface (3) with the second contact 
surface (4) in order to form a pre-bonding 

| connection, and - forming a permanent bond 
between the first and second contact surfaces (3, 4), 
said bond being at least partially reinforced by 
reacting the first reactant with a second reactant 

^ contained in a reaction layer (7) of the second 
substrate. 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende 
Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bonden einer 
ersten Kontaktflache (3) eines ersten Substrats (1) 
mit einer zweiten Kontaktflache (4) eines zweiten 
Substrats (2) mit folgenden Schritten, insbesondere 
folgendem Ablauf: - Ausbildung eines Reservoirs 
(5) in einer Oberflachenschicht 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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(6) an der ersten Kontaktflache (3), wobei die Oberflachenschicht (6) zumindest iiberwiegend aus einem nativen Oxidmaterial 
besteht, - zumindest teilweises Auffullen des Reservoirs (5) mit einem ersten Edukt oder einer ersten Gruppe von Edukten. -
Kontaktieren der ersten Kontaktflache (3) mit der zweiten Kontaktflache (4) zur Ausbildung einer Pre-Bond-Verbindung, -
Ausbildung eines permanenten Bonds zwischen der ersten und zweiten Kontaktflache (3, 4), zumindest teilweise verstarkt durch 
Reaktion des ersten Edukts mit einem in einer Reaktionsschicht (7) des zweiten Substrats enthaltenen zweiten Edukt. 


